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ZADANI DIPLOMOVE PRACE

Struktura polovodi¢ovych mikrokrystali na
mrizkové neprizpusobeném substratu

Integrace polovodicovych soucastek smétuje v posledni dobé nejen ke zvySovani hustoty
aktivnich prvkil na jednom c¢ipu, ktera se blizi krajnimu limitu (1éta zndmy Moorlv zakon),
ale také k riznorodosti materiali pouzitych na jednom cCipu (tzv. vice nez Moore). Pouziti
epitaxnich vrstev s riznymi materidly vSak pfinasi fadu obtizi ve formé defektl, které plisobi
proti funkénosti zadanych optoelektronickych soucastek. Je to dano nepfizptisobenim
miiZkového parametru vrstvy vii¢i substratu. 4 4A8F
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Obr.1: Snimek Ge a GaAs usﬁofédé;iych mikrokrystalt ziskany ve skenovacim elektronovém
mikroskopu [1,2] (vlevo). Mapa rtg intenzity v reciprokém prostoru a uspofadani experimentu
(vpravo).

Pomoci mapovani reciprokého prostoru v okoli difrakéniho maxima je mozné zjistit n¢které
informace o takovychto defektech v krystalech.

Cilem této prace bude méteni tlustych epitaxnich vrstev slozenych z mikrokrystald riznych
materiald (napt. Ge, GaAs nebo SiC) pomoci rtg rozptylu a skenovaciho elektronového
mikroskopu. Z rtg difrakénich méfeni bude uréovan mtizkovy parametr a ptipadné informace
0 tvaru, samotny tvar v¢etn¢ krystalovych faset bude pozorovan v elektronovém mikroskopu.
Ptedpokladem préce na projektu jsou zékladni znalosti fyziky pevnych latek a optiky.
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